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Aula 14/15 
Modelos de Cargas, junção pn na condição 

de circuito aberto, potencial interno da 

junção (Cap 3. p.127-128)
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Eletrônica I – PSI3321
Programação para a Segunda Prova
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14ª Aula: 
Silício dopado, mecanismos de condução (difusão e deriva)

Ao final desta aula você deverá estar apto a:

-Descrever os principais mecanismos de geração de corrente elétrica em um 
material semicondutor, a corrente de deriva (vista na aula passada) e a corrente 
de difusão

-Apresentar a expressão da corrente de difusão, tanto para elétrons como para 
lacunas

-Determinar a corrente total em uma barra semicondutora dopada considerando 
as correntes de deriva e de difusão para elétrons e lacunas.
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Mecanismos de Condução de Corrente em 

Semicondutores: Deriva (Drift)
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partículas

gradiente

A Corrente de Difusão
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A Corrente de Difusão
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A Corrente de Difusão

a) 8,64x10-8 A/cm2

b) 8,64x10-9 A/cm2

c) 4,32x10-8 A/cm2

d) Não tenho certeza

Atividade
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Exemplos de Resistores em Semicondutores
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As Correntes Elétricas em Materiais Semicondutores

A Corrente de Difusão

A Corrente de Deriva

Quantos tipos de correntes (para elétrons e 

lacunas) vimos na aula passada?
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As Correntes de Deriva e de Difusão
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Exemplos de Resistores em Semicondutores
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Juntando silícios p e n

–+
silício tipo p

silício tipo n

I = ?

Rp

Rn
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Exemplos de Resistores em Semicondutores
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Exemplos de Resistores em Semicondutores
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Juntando silícios p e n

–+
silício tipo p

silício tipo n

I = ?

+
silício tipo p

I = ?
–

silício tipo n

junção pn

Rp

Rn

Rp Rn



Prof. Seabra
PSI/EPUSP

18/04/2022 21

21

NDNA

O Diodo
(a junção pn)



Prof. Seabra
PSI/EPUSP

18/04/2022 22

22

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Anodo Catodo

p

n

IDp

-IDn

ID

0 (junção)

0

+

+

+

-

-

ND

NA

O Diodo



Prof. Seabra
PSI/EPUSP

18/04/2022 23

23

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

- - -

- - -

- - -

- - -

Anodo Catodo

p ndepleção de cargas

+

+

+

-

-

Ei

ID

Is

Is= ID

NDNA

A dinâmica 

da junção pn em Aberto



Prof. Seabra
PSI/EPUSP

18/04/2022 24

24

NDNA

O Diodo em Aberto

Ei











=

20 ln
i

DA
T

n

NN
VV



Prof. Seabra
PSI/EPUSP

18/04/2022 25

25

0 

(junção)

xnxp

ANqxANqx DnAp =
D

A

p

n

N

N

x

x
ou =

0dep

112
V

NNq
xxW

DA

s
pn 








+=+=



O Diodo em Aberto
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Exemplos de Resistores em Semicondutores
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Exercício

3.32 Para uma junção pn com NA = 1017/cm3 e ND = 1016/cm3 a T = 300 K, 

determine a tensão interna, a largura da região de depleção e as distâncias que 

ela se estende no lado p e no lado n. Utilize ni = 1,5  1010/cm3.

Resp.728 mV; 0,32 mm; 0,03 mm e 0,29 mm
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Atividade

Qual o valor da largura em p?

a) 0,61mm

b) 0,32mm

c) 0,29mm

d) Não sei fazer

Qual o valor de Vo?

a) 0,7V

b) 800mV

c) 728mV

d) Não sei fazer

Qual o valor da largura em n?

a) 0,29mm

b) 0,32mm

c) 0,29mm

d) Não sei fazer
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